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Semiconductorii calcogenici sticlosi ai sistemului As-Se-S sunt utilizati cu succes
pentru inregistrarea informatiilor optice. Purtatorii fototermoplastici bazati pe As-Se-S au
pana la 4000 mm' [2] si a eficientei de difractie — de pana la 40% [3-4]. Semiconductorii
calcogenici sticlosi sunt materiale sensibile pentru inregistrarea informatiei cu fascicol
de electroni [5-7] si sensibile 1n regiunile UV-VIS in calitate de materiale pentru fotoli-
tografie cu o rezolutie de pana la 7000 mm™ [8]. Scopul acestei lucrari a fost de a studia
efectele difuziei Ag in filmele subtiri As S, dopate cu Fe sub actiunea radiatiei X.

Filme subtiri de (As,S,),,Fe,,, cu o grosime de

g=——— 1,9 pm au fost obtinute prin evaporare termica in vid

= pe substraturi de safir (Fig.1). Un strat subtire de Ag de

p—— cca 12-15 nm grosime a fost depus pe suprafata stratului
e As,S, prin evaporare termica in vid.

< Studiul proceselor de difuzie a Ag in straturi subtiri

— (As,S,),0F€,, @ fost realizat folosind instalatia cu tub

- de raze X cu anod de Cu (45 kV, 40 mA) si iradiere cu

spectrul integral 5-50 keV in intervalul dozelor absorbite

/ / \ \ de 0,3-0,6 Gy. Transmisia opticad a structurii studiate a

1 2 34 5 fost masurata pana si dupa iradierea cu raze X. Cresterea

transmisiei optice ca urmare a difuziei Ag sub actiunea

Fig.1. Descrierea radiatiei X in stratul semiconductor (As,S,) ,Fe a

experimentului: 1. substrat de  fost AT=0,4% pentru o doza totald de absorbtie de 0,56
safir; 2. (As,S,), ,F€,),,); Gy. Difuzia Ag in structura (ASZS3)0,99F60’0l sub actiunea

3. strat subtire de Ag; 4. mascd; razelor X este catalizatd de prezenta Fe cu concentratie
5. fascicol incident de raze X procentualdmica.
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STIINTE ALE NATURII SI EXACTE
Fizica si Inginerie

Efectul difuziei de Ag in straturi subtiri de (As,S,), , Fe,  la iradiere cu raze X poa-
te fi utilizat pentru inregistrarea imaginilor 1n raze X. O plasa de alama (4, Fig.1) a fost
folosita ca o masca pentru inregistrarea imaginilor in raze X. Dupa iradiere proba a fost
tratata chimic in solutie 5% de NaOH. In Figure 2, a) este prezentati reteaua de alama si
imaginea retelei inregistrata in radiatii X dupa tratare chimica (Fig. 2, b)).

F 1 mm

Fig. 2. Imagini ale unei plase de alama a) folosita in calitate de masca si imaginea acesteia
obtinuta prin tratarea chimica a structurii Ag/(As,S,), Fe, , dupd iradiere cu raze X b)

Dupa cum se poate observa din Fig.2, viteza tratatd chimica a stratului semicon-
ductor in locurile iradiate este mai mare decét in locurile neiradiate. Acest efect poate fi
explicat prin difuzia Ag sub actiunea razelor X, ceea ce face ca stratul As S, sa fie mai
putin rezistent la gravarea chimica in zonele iradiate.

Concluzii. Difuzia Ag in straturi subltiri (As,S,),,Fe , sub actiunea razelor X in
intervalul spectral 5-50 keV modifica viteza de corodare chimica in zonele iradiate, in
raport cu zonele neiradiate ale semiconductorului calcogenic sticlos. Imagini inregistrate
in raze X pot fi vizualizate folosind tratarea chimica a straturilor iradiate.
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